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摘 要

本論文係針對具有大電流驅動能力之電腦風扇驅動IC輸出埠(Output Buffer)，做了抗HBM (Human Body Model) 靜電放電破

壞(Electrostatic Discharge, ESD) 的能力測試，其中並設計不同佈局參數、結構之保護電路，做為改善輸出埠ESD能力之研

究。 從測試結果發現，此大面積的電腦風扇驅動IC輸出埠對於PS Mode ESD電壓有較低的免疫能力，因此我們選擇了厚場

氧化元件(Field-Oxide Device, FOD)及寄生的矽控閘流體(Silicon Controlled Rectifier, SCR) 做為保護電路元件，並將保護電路

的元件裝置在Output Pad、VDD與Output Pad、Ground之間，以達全晶片防護的目的。使用TSMC 0.6um製程所設計

的FOD保護電路元件時，在通道長度L = 4um，並且閘極有耦合的情況下，以及具有大基極電阻時，對於PS Mode ESD能

力有明顯的改善；而低電壓觸發的SCR (Low Voltage Trigger SCR, LVTSCR) 同樣在drain-tap寬度4um時，在PS Mode ESD

能力亦有非常明顯的改善。
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